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digital  variacion o cambios de

Sefial tension o corriente, que
o conllevan una
anaiogiea informacién a trasmitir

Ampliﬁcaci()n

amplificacion lineal.
la salida reproduce fiel y
proporcionalmente mayor
la entrada. No produce
distorsion en la forma.

amplificacidén no lineal.
la salida esta correlacionada
con la entrada pero no sera
una replica exacta y

p DPOICIOT1IAal de 1a ITlioIT1a




sus sefales de salida
reproducen en forma
proporcionalmente

mds grande los cambios
de las sefales de entrada

la potencia disponible en la
salida es mayor que la que
provee la senal de entrada

ganancia de
potencia de sefial
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corriente constante para el transistor

Compatible con la excursion de senal de salid

Punto de requerid
trabajo Minima potencia disipad

Estable e independiente de la dispersio
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BJT Polarizado Etapas

FET Polarizado amplificadorgy
basicas
BJT FET
emisor comun fuente comun
base comun puerta comun
colector comun drenaje comun

terminal de excitacion : |
Terminal comun

terminal de salida



circuitos de polarizacion tipicos



